Bipolarni tranzistor

Bipolarni tranzistor
« polovodi¢ova soucastka se dvéma PN prechody
a 3 elektrodami: C - kolektorem
E - emitorem
B - bazi
« vrstvy mohou byt v pofadi NPN nebo PNP, ¢astéjsi je
varianta NPN na niZ je zde vyloZen princip tranzistoru

Charakteristika vrstev:
emitor — silné dotovany N**
baze — tenka P*

Proudem béze (lg) se fidi vodivost

tranzistoru mezi E a C = hodnota
proudu kolektoru I

Pro 15>0 je tranzistor vodivy
Pro 15=0 je tranzistor nevodivy = uzavfeny

Otevreny tranzistor
* tranzistor je otevieny jsou-li napéti Uy a U kladna a ;>0

Kladné napéti Uge pfitahuje
volné elektrony emitoru k
PN pfechodu BE, ktery
polarizovan v propustném
sméru

ProtoZe je baze tenka vétSina
elektronl z emitoru ji
prolétne do kolektoru, kde
je kladnym napétim U¢
pfitahovana ke kolektoru

Pouze asi 1% elektron(i na
PN pfechodu BE
rekombinuje s dérami baze
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Proudy tranzistorem

«fidici (vstupni) proud I —te¢e zB do E

* proud kolektoru Ic—teCezCdo E

proud ze zdroje napajeciho napéti
* proud emitoru le=lg+Ic
_ N++ P+ N| 5 Proudové zesileni:
: $ p=2c [
& S Al

Al — zména proudu
Smér toku kolektoru vyvolana
elektrond zménou proudu

| Baze baze AIB
Uzavieny tranzistor e=0
TranWZ|stor je }Jzavrgn}/ Jestljz’e. SEES
* pfi spravné polarité napéti U.e a S) ©
Uge neprotéka bazi proud, 1;=0 =
A ; B;O|>
spravny provozni stav _|® ®®®® —|+
+ doslo k zaméné polarity napéti 2 2000 Uee
Uge Nebo Uge CSONCC)
hrozi zni€eni tranzistoru
E]

Pfi zaméné kolektoru s emitorem klesa proudové zesileni na
priblizné 10 az 20% pavodni hodnoty.

Pfi zaméné polarity prechod Uge se pfechod BE chové jako
Zenerova dioda s malym stabiliza¢nim napétim (do 5V).

Znacky tranzistor @ a sméry proud U

Sipka u emitoru udava smér proudu emitoru I

Tranzistor NPN Tranzistor PNP
~Sipka ven*
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Rozdil mezi NPN a PNP je ve sméru proudu = polarité
napéti Uge a U




Realizace bipolarniho
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NPN tranzistoru

Rez tranzistorem vytvofenym difizni technologif
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Zakladovou desticku tvofi substrat typu N — budouci kolektor C
V druhém kroku se vytvoli tenka baze B — typ P*

Nasleduje vytvoreni emitoru E —
Nésleduje konektorovani a zakryti oxidem kfemiku SiO,- sklem

vysoce dotovany N**

Parametrem je proud béaze I

Tranzistor jako zesilova €

Vystupni charakteristiky tranzistoru = zavislost kolektorového
proudu I na napéti kolektor emitor U
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Pracovni p fimka

= Uzdroje
K Rc

Aby tranzistor mohl zesilovat napéti je nutné zapojeni rezistoru
R do obvodu kolektoru
Pracovni pfimka spojuje napajeni napéti U
nakratko I

Ldroje S proudem

Pracovni pfimka

Ig=22uA
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Pracovni bod

- je dan ustalenou hodnotou proudu baze I
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Pracovni
bod

Pracovni pfimka
i Jg=22uA

6 12 18 Uzdrojzea Y
Aby vystupni napéti zesilovace vérné kopirovalo vstupni proud
voli se pracovni bod ve stfedu pfimkovych ¢asti vystupnich
charakteristik

Zesileni

Zména vystupniho proudu Al je tmérna zméné
proudu baze Alg

alg=18uA

Pracovni
bod fg=22uA

Pracovni pfimka

e i = Uzd,oj%: — UcelV]

Zesilovani st fidavého nap éti
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Tranzistor jako spina €
V ¢islicovych zafizenich pracuje tranzistor jako spina¢, kdy je
zafizeni pfipojovano a odpojovano od zdroje napéti.
Proud Ig je nulovy nebo maximalni ofioustnv
+Ucc IC IBmax
An

zatéz

N

A1 lg=0

Uce Uce

V uzavieném stavu (I5=0) je tranzistor v pracovnim bodé A,
proud 1[0

V otevieném stavu (I;=max) je tranzistor v pracovnim bodé A, s
minimalnim napétim Uz a maximalnim I
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Zapojeni tranzistor G

Tranzistor ma pouze 3 elektrody (E-B-C)
Zesilova¢ mé dveé brany:

vstupni a vystupni tvofené 4 svorkami

= jedna elektroda je spole¢na vstupu i vystupu
Zapojeni se spole¢nym:

emitorem SE - zesiluje napéti i proud
béazi SB - zesiluje pouze napéti
kolektorem SC — zesiluje pouze proud
+U +U +U
Re Re
Uy by
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Komplementarni dvojice tranzistor

* dopliikova dvojice tranzistor(

 dvojice NPN a PNP
tranzistorG se stejnymi Cy
vlastnostmi = stejnym
zesilenim, vystupnimi
charakteristikami

Na obrazku je komplementarni dvojice tranzistor( v
zapojeni SC (vystup — reproduktor je pfipojeny na
emitory)

T, - NPN - zesiluje kladnou palvinu vstupniho napéti

T, - PNP - zesiluje zapornou pulvinu vstupniho napéti




Rozdéleni tranzistor 4

» Bipolarni — na vedeni proudu se zG¢astriuji oba nosi¢e naboje
— diry i elektrony
fizeni se provadi proudem béaze I

e Unipolami - proud vede pouze jeden nosi¢ naboje — diry nebo
elektrony
fizeni se realizuje napétim Ugg, které ovliviiuje Sitku =
vodivého kanalu
FET tranzistory — Fiel-Effect Transistor

FET tranzistory mohou byt 3 typd s rdznym chovanim
JFET — Ugg zuzuje kanal (Junction Fiel-Effect Transistor)
MOS-FET Metal Oxide Semiconductor FET
MOS-FET s vytvofenym kanalem — Ugg méni Sifku kanalu
MOS-FET s indukovanym kanalem — Ugg vytvasi kanal




